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PRESENTACION

Este programa formativo, a cargo de la Catedra NextChip de la Universidad de Vigo,
capacitara a los participantes en el disefio, prueba y empaquetado de chips fotdnicos.

Los chips fotdnicos son esenciales para el desarrollo tecnolégico en automocién, defensa,
comunicaciones, computacion cuintica, dispositivos médicos y electrénica de consumo.
Esta formacién es una excelente oportunidad para ganar competencias en estas
tecnologias y adquirir una preparacion muy demandada en el mercado laboral nacional y

europeo.

El programa completo, que consta de tres mddulos, lleva a la obtencién del titulo de
“Experto en desarrollo de dispositivos de foténica integrada” por la Universidad de Vigo y
se desarrolla durante seis meses con inscripcidén sin coste para los participantes.

Los médulos son independientes y pueden cursarse por separado.

La superacion de cada médulo otorgara un Diploma de Curso Avanzado de Postgrado,
aunque la capacitacion completa en forma de titulo de Experto requerird la superacién del

total de los tres médulos.
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El titulo busca la capacitacién en disefio, medida, fabricacién y empaquetado de dispositivos foténicos y
electrénicos con una importante formacién practica con la finalidad de preparar a los participantes para su

incorporacion a la creciente oferta de puestos cualificados en plantas de disefio y produccién de chips foténicos.

El curso se impartira en su mayor parte en Cidade Tecnoléxica de Vigo (Citexvi), instalacién situada en
el Campus Universitario de Vigo, y contara con la participacién de expertos del ambito a nivel
internacional. La formacién incluira numerosas actividades practicas.

Los alumnos participaran también en una formacién intensiva en el Laboratorio Ibérico de

Nanotecnologia (INL), en Braga (Portugal)

Esta formacién esta especialmente dirigida a estudiantes y titulados universitarios en el ambito de la
tecnologia, principalmente Fisica e Ingenierias, como Telecomunicacién, Electrénica, Mecanica... u otros

profesionales con experiencia laboral en el ambito de la formacién.
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UniversidagaVigo

- Disefio y prueba de circuitos integrados foténicos (11 ECTS)
Disefio y prueba de circuitos integrados foténicos pasivos
Disefio y prueba de circuitos integrados foténicos activos Diploma de curso avanzado de postgrado

Disefio y prueba de circuitos integrados de RF pasivos

- Fabricacién y empaquetado de chips foténicos (7 ECTS)
Fabricacién en sala limpia de circuitos integrados foténicos Diploma de curso avanzado de postgrado

Empaquetado de circuitos integrados

- Tecnologias cuanticas y gestion de proyectos (7 ECTS)

Tecnologias cuanticas Diploma de curso avanzado de postgrado

Gestién de proyectos y transferencia de tecnologia

La superacion de los 3 médulos otorgara el titulo de experto
en desarrollo de dispositivos de foténica integrada
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- Disefio y prueba de dispositivos integrados foténicos pasivos (4 ECTS)

+ Fundamentosde la éptica. Tecnologias de guias de ondas épticas

» Simulacién de componentes fotdnicos integrados pasivos (guias de onda, curvas, divisor de potencia, estrechamientos, acoplador de fibra, filtros,
moduladores de fase, interferémetros, etc.)

+ Disefio de un circuito integrado foténico propio utilizando un Process Design Kit (PDK) de una Foundry

* Fundamentos de la caracterizacién de dispositivos foténicos

» Caracterizacién del circuito integrado foténico propio utilizando un Testing Design Kit (TDK) y evaluacién de los resultados

- Disefio y prueba de circuitos integrados foténicos activos (4 ECTS)

» Tecnologias de componentes activos

+ Generacién, manipulacién y deteccién de sefiales épticas

» Disefio de componentes foténicos integrados activos (laseres, moduladores, detectores, amplificadores, etc.)

* Fundamentos de la caracterizacién de dispositivos foténicos integrados activos

« Caracterizacién de varios componentes activos utilizando un Testing Design Kit (TDK) y evaluacién de los resultados

- Disefio y prueba de circuitos integrados de RF pasivos (3 ECTS)

» Fundamentos de guias de ondas eléctricas de alta frecuencia (RF)

« Tecnologias de guias de ondas RF

« Diseiio de componentes integrados RF pasivos (lineas de transmisién, curvas, vias, puentes, etc.)

 Diseiio de un circuito integrado RF propio utilizando las reglas de diseiio de un fabricante de PCBs

» Fundamentos de la caracterizacién de dispositivos integrados RF

« Caracterizaciéon del circuito integrado RF propio utilizando un Testing Design Kit (TDK) y evaluacién de los resultados
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- Fabricacién en sala limpia de circuitos integrados foténicos (4 ECTS)
« Fundamentos de la nano fabricacién de dispositivos foténicos integrados
« Simulacién de dispositivos foténicos integrados
« Disefio de mascaras de litografia para la fabricacién de dispositivos foténicos integrados
 Fabricacién de dispositivos foténicos integrados basados en polimeros
+ Fabricacién de MicroLEDs

« Tecnologias de conexién de dispositivos foténicos con PCBs como pick-and-place, wirebonding, die attach, etc.

- Empaquetado de circuitos integrados (3 ECTS)
« Fundamentos del empaquetado de dispositivos foténicos integrados
» Procesos de empaquetado de dispositivos foténicos como die attach, fiber attach, wirebonding, interposer technologies, lens integration,
heterogeneous integration, hybrid integration, 2.5D/3D integration, housings, flip-chip integration, transfer printing, etc.
« Empaquetamiento de un dispositivo foténico propio

« Evaluacién de las caracteristicas del dispositivo foténico antes y después del empaquetado
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— Introduccién a la foténica cuantica (3 ECTS)
« Tecnologias foténicas cuanticas
« Fundamentos de éptica cuantica
« Componentes de la foténica cuantica
* Fotonesindividuales
« Comunicacién foténica cuantica
« Computacién foténica cuantica

* Metrologia cuantica

- Gestién de proyectos y transferencia tecnolégica (4 ECTS)
« Project Management: formacién en gestién de proyectos tecnolégicos orientados a la generacién de resultados comercializables
« Technology Management: introduccién a la gestién de activos de propiedad intelectual e industrial orientada a la comercializacién
« Technology bases entrepreneurship: introduccién a la creacién de empresas de base tecnolégica

» Presentacién de trabajos tutelados
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+ 34 986 81 37 85
nextchip@uvigo.es

www.nextchip.es
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